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Resolver cada problema en hojas separadas.

Duraci6n de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1 :

Para el circuito de la figura:
a) Calcular la ganancia Vo/Vin a frecuencias medias.
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b) Determinar la frecuencia de corte superior suponiendo que la capacidad Cr de Q2 no contribuye

al polo dominante del amplificador.

¢) Verificar la suposicion usada en b) aplicando el método de las constantes de tiempo de circuito

abierto.

Datos: Los transistores son 2N3904 con § = 150, Vgg = 0.7V, Cje=16pF, Cu=4 pF, fr = 300 MHz @

Ic=10mA, rbb’ =0.
La tension de alimentacion VCC = [2V.
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Problema 2:

El circuito de la figura es una variante del oscilador Colpitts:

a)
b)

c)

Determinar la frecuencia y la condicién de oscilacién.
. Que condicion tiene que cumplir I1 para que el oscilador arranque?
(Coémo funciona el mecanismo de estabilizacion de amplitud?

Cuando el oscilador arranca y la amplitud de Vo va creciendo, explicar que mecanismos actdan para
que Vo se estabilice en su valor final.
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Problema 3 :

Se tiene una etapa de salida clase B implementada con un par complementario TIP 41 / TIP 42, (cuyos
datos se muestran en la hoja adjunta); alimentado con +/- 15V y cargado con una resistencia de 4 Q2 a

tierra.

Calcular:

a)
b)

<)

d)

La maxima potencia que se puede entregar a la carga.

La maxima potencia que debe disipar cada transistor para todos los valores de amplitud de pico a la
salida y la eficiencia del circuito cuando se esta disipando esta potencia.

Si los transistores estan sin disipador y la maxima temperatura ambiente es de 45°C, cudl es la
maxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dafiar los transistores y a qué

temperatura de juntura corresponde esta potencia.

Si los transistores tienen un disipador con una resistencia térmica de 4°C/W, en contacto con el
encapsulado del transistor con una resistencia térmica de 0.5°C/W, cudl es la méxima potencia que el
circuito puede entregar a la carga sin dafiar los transistores.

Considerar en todo el problema despreciables las tensiones base-emisor y de saturacion.

yywv v o ow v, W . - wr .




L N

p OROLA & Order this document
_~ICONDUCTOR TECHNICAL DATA by TIP41A/D
NPN

TIP41A
Complementary Silicon Plastic :
Power Transistors TiP41

*
.. . designed for use in general purpose amplifier and switching applications. TIP41 C
¢ Collector—Emitter Saturation Voltage — PNP

VCE(sat) = 1.5 Vdc (Max) @ I¢ = 6.0 Adc TIP42A

¢ Collector-Emitter Sustaining Voltage —
VCEO(sus) = 60 Vdc (Min) — TIP41A, TIP42A *
=80 Vdc (Min) — TiP41B, TIP42B TIP4ZB
=100 Vdc (Min) — TIP41C, TiP42C *
» High Current Gain — Bandwidth Product
fT =3.0 MHz (Min) @ Ic = 500 mAdc TI p42c
« Compact TO-220 AB Package

“Motorola Preferred Davica

6 AMPERE
*MAXIMUM RATINGS POWER TRANSISTORS
COMPLEMENTARY
TIP41A | TIP41B | TIP41C SILICON
i TIP42A | TIP42B | TiP42C i
Rating Symbol Unit 60-80—100 VOLTS
Collector—Emitter Voltage VCEO 60 80 100 Vdc 65 WATTS
Collector-Base Voltage Ves 60 80 100 Vdc
Emitter—Base Voltage VER 5.0 Vdc
Collector Current — Continuous Ic 6 Adc
Peak 10
Base Current g 2.0 Adc
Total Power Dissipation Pp
@Tc=25C 65 Watts
Derate above 25°C 0.52 W/eC
Total Power Dissipation Pp
@Ta=25C 2.0 Watts
! Derate above 25°C 0.016 W/°C CASE 221A--06
! - TO-220AB
i Unclamped Inductive Load Energy (1) E 62.5 mJ
Operating and Storage Junction TJ. Tstg ~B65to +150 °C
Temperature Range
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
+nermal Resistance, Junction to Ambient RaJA 62.5 “Cw
Thermal Resistance, Junction to Case RgJc 1.92 °CIW

1) Ic=25AL=20mH, PRF. =10 Hz, Vcc = 10V, Rgg = 100 Q.

'referred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.
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